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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (1) comprising a semiconducting assembly (4) which emits and 
receives electromagnetic radiation and is arranged on a support (22) connecting a thermocunductor to a heat sink (12). The inventive 
^5 optoelectronic component also comprises external electrical connections (9) which are connected to the semiconducting assembly 
(4) and disposed in an electrically insulated manner on the heat sink (12) at a distance from the support (22). Said invention makes 
^ it possible to produce an optimised component for evacuating waste heat and light emission and providing an electrical contact and 



components density in modules. 
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Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette venviesen. 



(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen wird ein optoelektronisches Bauelement (1) mit einer elektromagnetische Strahlung emit- 
tierenden und/oder empfangenden Halbleiteranordnung (4), die auf einem Trager (22) angeordnet ist, der thermisch leitend mit einem 
Kiihlk6r-per (12) verbunden ist, und mit externen elektrischen AnschlUssen (9), die mit der Halbleiteranordnung (4) verbunden sind, 
wobei die externen elektrischen Anschliisse (9) elektrisch isoliert auf dem Kiihlk6rper (12) mit Abstand zu dem TrSger (22) ange- 
ordnet sind. Dadurch ergibt sich ein optimiertes Bauelement hinsichtlich der Verlustwarmeabfuhr und der Lichtabstrahlung sowie 
der elektrischen Kontaktierung und Packungsdichte in Modulen. 
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Beschreiburig 

Optoelektronisches Bauelement und Bauelement -Modul 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein optoelektroni- 
sches Bauelement gemafi dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 
und ein Bauelement -Modul gemaS dem Oberbegriff des Anspruchs 
17. 

Strahluhgsemittierende Halbleiterbauelemente konnen zur Er- 
zielung eines lichtstarken Gesamtmoduls in einer Matrix ange- 
ordnet werden. 

Eine solche, als LED -Modul bezeichnete Anordung ist aus der 
DE 10051159 Al bekannt . Dabei ist eine Mehrzahl von optoelek- 
tronischen Halbleiteranordnungen bzw. Halbleiterchips auf ei- 
nen Trager montiert, der wiederum auf einem Kuhlkorper ange- 
ordnet ist . Trotz steigender Packungsdichte der Halbleiter- 
bauelemente kann die entstehende Warme abgefuhrt werden. Die 
entstehende Warme soli dabei das elektrische Verhalten des 
Halbleiterbauelements jedoch nicht oder nur unwesentlich be- 
einflussen. Diese Vorgehensweise setzt aber den Wirkungsgrad 
des Gesamtmoduls wegen der Absorption der Strahlung benach- 
barter Halbleiterbauelemente herab. 

Durch das Plazieren der einzelnen strahlungsemittierenden 
Halbleiterbauelemente in einen Reflektor laSt sich die Ab- 
strahl- und Richtungscharakteristik des Moduls verbessern, da 
seitlich von den einzelnen Halbleiterbauelementen emittierte 
Strahlung zumindest teilweise in die Hauptabstrahlrichtung 
umgelenkt wird. 

Ein Modul mit einem hohen Wirkungsgrad und einer sehr guten 
Richtungscharakteristik kann aus einzelnen Halbleiterbauele- 
menten zusammengesetzt werden, die sich jeweils in einem ein- 
zelnen Reflektor befinden. Hierbei ist es jedoch schwierig, 
eine hohe Packungsdichte der Halbleiterbauelemente mitsamt 



WO 2004/032249 ^PblVDE2003/003240 



Reflektor im Gesamtmodul zu erhalten. Die Kontaktierungen der 
Halbleiterbauelemente stehen einer flexiblen Verschaltung und 
einer hohen Packungsdichte entgegen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf gabe zugrunde , 
ein optoelektronisches Bauelement und Bauelement -Modul zur 
Verfugung zu stellen, das eine enge Anordnung von benachbar- 
ten Halbleiterbauelementen bzw. optoelektronischen Halblei- 
teranordnungen ermoglicht. 

Insbesondere liegt die Auf gabe zugrunde, ein Halbleiterbau- 
element mit einer Kontaktierungsanordnung zur Verfugung zu 
stellen, die eine Trennung der thermischen von der elektri- 
schen Leitung ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der Anspruche 1 und 17 
gelost. Weitere Merkmale von vorteilhaf ten Ausgestaltungen 
und Weiterbildungen des erf indungsgemaSen optoelektronischen 
Bauelements sind in den abhangigen Anspruchen 2 bis 16 und 18 
angegeben . 

Die Erfindung sieht ein optoelektronisches Bauelement mit ei- 
ner elektromagnetische Strahlung emittierenden und/oder emp- 
fangenden Halbleiteranordnung vor, die auf einem Trager ange- 
ordnet ist, der thermisch leitend mit einem Kuhlkorper ver- 
bunden ist . Bonddrahte verbinden die externen elektrischen 
Anschlusse mit den Anschliissen der Halbleiteranordnung. Die 
externen elektrischen Anschlusse sind elektrisch isoliert auf 
dem Kuhlkorper mit Abstand zu dem Trager angeordnet . 

Dies hat den Vorteil, dass die elektrischen Leitungsverbin- 
dungen von der thermischen Leitung weitgehend entkoppelt 
sind. Durch den thermischen Anschluss einer Halbleiteranord- 
nung bzw. eines Chips auf dem Kuhlkorper mittels des Tragers 
konnen viele Chips auf dem Kuhlkorper dicht angeordnet und 
die Warme abgefiihrt werden. Die elektrische Kontaktierung der 
Chips kann flexibel fiber die vom Kuhlkorper isolierten An- 
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schlusse gefuhrt werden. Weiters konnen auf den externen 
elektrischen Anschliissen kompakte Ref lektorgehause angebracht 
werden, was den Platzbedarf des Bauelements verringert und 
eine hohe Lichtausbeute ermoglicht. 

Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, daS der elektrische 
StromfluE nicht uber den Kuhlkorper verlauft, der die im Be- 
trieb des Halbleiterbauelements entstehende Warme abf uhrt . 

Es ist vorteilhaft, wenn der Trager ein Tragersubstrat und 
mindestens eine darauf angeordnete elektrisch isolierende 
Schicht enthalt. Alternativ ist das Tragermaterial selbst 
elektrisch isolierend. Dann muss die Halbleiteranordnung 
nicht gegen den Trager separat isoliert sein und kann auf ei- 
nem leitfahigen Substrat angeordnet sein, ohne dass ein Kurz- 
schluss untereinander oder zum Kuhlkorper entsteht. 

Zwischen der Halbleiteranordnung und der elektrisch isolie- 
renden Schicht kann eine elektrisch leitende Schicht angeord- 
net sein, die mit einem externen elektrischen Anschluss ver- 
bunden ist. Dies ist insbesondere fur eine Halbleiteranord- 
nung auf einem leitfahigen Substrat zweckmaSig, weil ein An- 
schluss der Halbleiteranordnung mittels eines Bonddrahts uber 
die elektrisch leitende Schicht gefuhrt werden kann. 

Es ist besonders vorteilhaft, wenn die externen elektrischen 
Anschlusse Leiterbahnen einer Leiterplatte enthalten. Die 
Leiterplatte enthalt ein isolierendes Substrat mit einer Lei- 
terbahn und kann deshalb direkt auf den Kuhlkorper aufge- 
bracht werden. Es konnen auch mehrere Leiterplatten uberein- 
ander angeordnet sein, die dann auch gegeneinander isoliert 
sind. 

Leiterbahnen, die auf unterschiedlichen ubereinander angeord- 
neten Leiterplatten mittels Durchkontaktierungen untereinan- 
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cier verbinclbar sind, erhohen die Flexibilitat der Verschal- 
tung vieler optoelektronischer Bauelemente weiter. 

Es ist mit Vorteil vorgesehen, dass das Tragersubstrat minde- 
stens ein gut warmeleitend.es Material aus der Gruppe beste- 
hend aus Si, diamantbeschichtetem Si, Diamant, SiC, AlN und 
BN aufweist. 

Weiter ist es vorteilhaft, wenn die elektrisch isolierende 
Schicht Si0 2 aufweist. Dies ist besonders vorteilhaft der 
Fall, wenn die Tragerschicht Silizium aufweist. 

Diese in der Halbleitertechnik verwendeten Materialien ver- 
ringern bei einer Vielzahl von Bauelementen die Spannungen 
untereinander und zu den Halbleiterchips selbst . 

In einer vorteilhaf ten Ausbildung ist die Halbleiteranordnung 
auf den Trager mit Hilfe eines metallischen Lots oder eines 
thermisch und/oder elektrisch leitfahigen Klebstoffs aufge- 
bracht . 

Eine gute thermische Warmeleitung bzw. -abfuhr ergibt sich, 
wenn der Trager auf dem Kuhlkorper mit Hilfe eines metalli- 
schen Lots oder eines thermisch leitfahigen Klebstoffs aufge- 
bracht ist. 

Eine sehr gute Lichtabstrahlung wird moglich, wenn die Halb- 
leiteranordnung und der Trager in einem Grundgehause angeord- 
net sind, das ref lektierende Eigenschaf ten hat. 

Sehr gut und individuell an den Chip anpassbar wird die Lich- 
tabstrahlung, wenn das Grundgehause genau eine Halblei- 
teranordnung enthalt . Dann sinkt nicht durch Absorption einer 
benachbarten Halbleiteranordnung innerhalb der Kavitat der 
externe Wirkungsgrad des Halbleiterbauelements . 
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Das optoelektronische Bauelement gemafi der Erfindung weist in 
dem Grundgehause eine Kavitat bzw. Aussparung auf , in der die 
elektromagnetische Strahlung emittierende und/oder empfangen- 
de Halbleiteranordnung angeordnet ist. Der Reflektor ist an- 
ders als bei herkommlichen optoelektronischen Bauelement en 
zumindest nicht allein durch ref lektierende Seitenf lachen der 
Kavitat des Grundgehauses selbst, sondern zumindest zum Teil 
durch eine in die Kavitat eingefiillte ref lektierende Fullma- 
sse realisiert. Das Material und die Menge der Fullmasse sind 
dazu derart gewahlt, dass sich die Fullmasse beim und/oder 
nach dem Einfullen aufgrund der Adhasionskraf t zwischen dem 
Material der Fullmasse und dem Material der Seitenf lachen der 
Kavitat an diesen Seitenf lachen hochzieht und eine parabolar- 
tig geformte Oberflache ausbildet. Diese zur Vorderseite des 
Gehauses hin gewandte Oberflache der Fullmasse dient als Re- 
f lektorf lache fur eine von dem Halbleiteranordnung emittierte 
und/oder empfangene elektromagnetische Strahlung. 

Mit anderen Worten wird die Kavitat mit der Fullmasse teil- 
weise gefiillt und aufgrund der Adhasionskraf t zwischen Full- 
masse und Grundgehause bildet die Fullmasse von selbst eine 
konkave Oberflache in der Kavitat aus, da die Fullmasse an 
den seitlichen Innenflachen der Kavitat des Grundgehauses 
hoch kriecht . Die so gebildeten parabolartigen Innenflachen 
der Fullmasse bilden den Reflektor fur die in die Kavitat 
eingesetzte Halbleiteranordnung. 

Diese Ref lektorf lachen konnen auch bei sehr kleinen Offnungen 
der Kavitaten einfach durch geeignete Dosierung der Fullmasse 
in der Kavitat erzeugt werden. Dadurch verhalten sich die 
Seitenwande des Gehauses und die Fullmasse wie ein einzelner 
Reflektor, was die Lichtabstrahlungsleistung weiter verbes- 
sert. AuSerdem werden die in der Kavitat vorhandenen Leiter- 
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bahnen, Verdrahtungen und dergleichen durch die Fullmasse oh- 
ne Beeintrachtigung deren Funktionsweise umhullt . 

Somit konnen mit der erf indungsgemaSen MaSnahme selbst bei 
optoelektronischen Bauelementen mit engen Offnungen der Kavi- 
tat und/oder komplexen Halbleiteranordnung- und Verdrahtungs- 
anordnungen in der Kavitat innerhalb der Kavitat Reflektoren 
vorgesehen und damit der externe Wirkungsgrad der Bauelemente 
gesteigert werden. 

Es ist besonders vorteilhaft, wenn das Grundgehause auf der 
der Halbleiteranordnung zugewandten Innenseite schrag ausge- 
bildet ist, so daS das Grundgehause eine Ref lektorf lache fur 
einen Teil der vom Halbleiteranordnung ausgesandten Strahlung 
aufweist . 

Als Fullmasse ist bevorzugt Ti0 2 oder ein mit Ti0 2 -Partikeln 
gefulltes Epoxidharz oder Silikon vorgesehen. 

Weiter ist vorgesehen, dass die Kavitat des Gehauses zumin- 
dest zum Teil mit einer strahlungsdurchlassigen Einkapse- 
lungsmasse gefullt ist. Dadurch wird erstens ein Schutz des 
Chips und seiner Anschlusse moglich. Weiter konnen bei ent- 
sprechender Wahl des Chips und der Einkapselungsmasse Bauele- 
mente unterschiedlicher Farben hergestellt werden. Beispiels- 
weise weiS abstrahlende Bauelemente durch einen Chip auf GaN- 
Basis und eine Einkapselungsmasse, die YAG:Ce-Partikel ent- 
halt. 

Diese Einkapselungsmasse kann vorteilhaf terweise Epoxidharz 
oder Silikon aufweisen. Bei der Verwendung von Silikon konnen 
mechanische Spannungen im Halbleiterbauelement oder in einem 
aus einzelnen Halbleiterbauelementen bestehenden Modul gut 
verringert werden. 

Vorzugsweise sind die externen Anschlusse zumindest teilweise 
zwischen dem Grundgehause und dem Kiihlkorper angeordnet . Dies 
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ermoglicht ein besonders platzsparendes Verschalten der 
optoelektronischen Bauelemente . 

Bevorzugt werden bei der Erfindung als Halbleiteranordnung 
Hochleistungchips eingesetzt. Hierbei ist das Bauelement fur 
eine elektrische Leistungsauf nahme von mindestens 0,5 W 
vorgesehen. In einer weiteren vorteilhaf ten Variante ist das 
Bauelement fur eine elektrische Leistungsauf nahme von 
mindestens 1 W vorgesehen. In einer besonders vorteilhaf ten 
Variante ist das Bauelement fur eine elektrische 
Leistungsauf nahme von mindestens 3 W vorgesehen. 

Aufgrund der Entkopplung von thermischer und elektrischer 
Leitung erfordert die Erfindung weiterhin einen vorteilhaf t ■ 
geringen Platzbedarf , wobei auch bei der Verwendung von 
Hochleistungschips die Grundflache des Bauelements bevorzugt 
kleiner oder gleich 1 cm^ ist. 

Besonders vorteilhaft lassen sich im Rahmen der Erfindung die 
mehreren erf indungsgemafien optoelektronischen Bauelemente zu 
einem Modul anordnen. In einem derartigen Modul sind die op- 
toelektronischen Bauelemente vorzugsweise matrixformig ange- 
ordnet und zumindest teilweise in Reihe geschaltet. 

Fur mehrere optoelektronische Bauelemente ist dabei jeweils 
ein Grundgehause vorgesehen. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung 
ist die der Halbleiteranordnung zugewandte oberste Schicht 
des Tragers elektrisch leitfahig. Bevorzugt weist diese elek- 
trisch leitfahige Schicht im wesentlichen ein Metall auf . 

Vorzugsweise sind die optoelektronischen Bauelemente zumin- 
dest teilweise durch Leiterbahnen, die insbesondere teilweise 
zwischen Grundgehause und Kuhlkorper angeordnet sein konnen, 
miteinander elektrisch leitend verbunden. Die Leiterbahnen 
zum Anschluss der Halbleiterchips erlauben ein sehr platzspa- 
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rendes Verschalten der optoelektronischen Bauelemente mit ei- 
nem benachbarten Bauelement . Es wird kein Bonddraht uber den 
Rand des Grundgehauses gefuhrt. Die Leiterbahnen lassen kom- 
plexe Verschaltungen von Bauelementen zu. Die Leiterbahnen 
konnen sich in einer Leiterplatte (z.B. FR4 , flexible Leiter- 
platte) befinden, die entsprechende Aussparungen aufweist. 
Die Leiterplatte kann mehrlagig ausgebildet sein, so daS zu- 
satzlich zu Leiterbahnen weitere funktionelle Elemente in ei- 
nem mehrlagigen Aufbau vorhanden sein konnen. 

Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbildungen des erf in- 
dungsgemaSen optoelektronischen Bauelements ergeben sich aus 
den im folgenden in Verbindung mit der Figur beschriebenen 
Ausfuhrungsbeispielen. 

Die Figur zeigt eine schematische Darstellung einer Schnit- 
tansicht des Ausf uhrungsbeispiels . 

Bei dem optoelektronischen Bauelement 1 gemafi der Figur ist 
eine elektromagnetische Strahlung emittierende und/oder emp- 
fangende Halbleiteranordnung 4 auf einem Trager 22 angeord- 
net. Der Trager 22 ist thermisch leitend mit einem Kuhlkorper 

12 aus z.B. Kupfer, Aluminium oder Molybdan verbunden. Exter- 
ne elektrische Anschlusse 9 sind uber Bonddrahte 7 elektrisch 
mit der Halbleiteranordnung 4 bzw. mit einer elektrisch lei- 
tenden Schicht 13 verbunden. Die elektrisch leitende Schicht 

13 kontaktiert die Unterseite der Halbleiteranordnung 4, die 
so aufgebaut ist, dass ein Strom vertikal durch die Anordnung 
fliefien kann, z.B. indem das Substrat fur die die Lichterzeu- 
gung bewirkende aktive Schicht leitfahig ist. 

In einer anderen Ausfuhrung mit isolierendem Substrat fur die 
aktive Schicht ist der zweite Bonddraht ebenfalls zum Halb- 
leiterchip direkt gefiihrt. 

In der Figur ist die elektrisch leitende Schicht 13 mittels 
einer elektrisch isolierenden Schicht 14 vom Tragersubstrat 2 



WO 2004/032249 




T/DE2003/003240 



9 



des Tragers 22 isoliert. Die elektrisch isolierende Schicht 
14 kann bevorzugt zweilagig sein und aus Siliziumoxid und ei- 
ner daruber auf gebrachten Passivierungsschicht , z.B. aus Si- 
liziumnitrid bestehen, die das bevorzugt aus Silizium oder 
Galliumarsenid bestehende, thermisch gut leitende Trager sub- 
strat von der elektrisch leitenden Schicht 13 elektrisch 
trennt. Als Tragersubstrat kommen auch gut warmeleitende ke- 
ramikartige Materialien in Frage wie Aluminiumnitrid oder 
Bornitrid oder Karbide. Der Trager 22 ist durch eine Lotver- 
bindung oder eine Klebung direkt auf einem Kuhlkorper 12 aus 
Aluminium, Kupfer oder Molybdan aufgebracht. Bei einer elek- 
trischen Leistungsaufnahme des Bauelements von mindestens 
0,5 W und einer Grundflache des Bauelements von hochstens 
1 cm 2 kann die entstehende Warme bei der beschriebenen Tren- 
nung von Warme- und Stromfluss effektiv vom Bauelement abge- 
fuhrt werden. In einer anderen Ausfuhrung ist eine Leistungs- 
aufnahme des Bauelements von mindestens 1 W oder sogar minde- 
stens 3 W vorgesehen. 

Ebenfalls direkt auf dem Kuhlkorper 12 sind externe elektri- 
schen Anschlusse 9 elektrisch isoliert und mit Abstand zu dem 
Trager 22 angeordnet . Die externen elektrischen Anschlusse 9 
sind bevorzugt Leiterbahnen von ubereinander angeordneten 
Leiterplatten 10, die die Anschlussanordnung 8 bilden. Minde- 
stens ist fur die zwei Chipanschlusse eine Leiterplatte er- 
forderlich. Mehrere Chips in einem Modul werden bevorzugt 
durch mehrlagige Leiterplatten verbunden, die eine flexible 
Verschaltung, beispielsweise eine Reihenschaltung von ma- 
trixartig angeordneten Bauelementen ermoglichen. Die Verbin- 
dung unterschiedlicher Leiterbahnen verschiedener Leiterplat- 
ten erfolgt uber Durchkontaktierungen jeweils zwischen dem 
Grundgehause 2 0 und dem Kuhlkorper 12 eines optoelektroni- 
schen Bauelements. 



Die Halbleiteranordnung 4 mit dem Trager 22 befindet sich in 
einem Grundgehause 2 0 mit einer Aussparung oder Kavitat 3. 
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Das Grundgehause kann ein Rahmen sein, der auf den Leiter- 
platten 8 mit den elektrischen Anschlussen 9 aufgebracht ist. 
Dies ermoglicht eine sehr kompakte Bauform des erf indungsge- 
mafien Bauelements 1. Dies ermoglicht weiter die Ausbildung 
der Innenseite 17 des Grundgehauses 2 0 als Reflektor 30, urn 
moglichst viel und moglichst gerichtetes Licht aus dem Bau- 
element auszukoppeln . 

Zwischen dem Halbleiterchip 4 und den Seitenwanden 17 der Ka- 
vitat 3 ist eine ref lektierende Fullmasse 16 eingefullt, die 
beispielsweise aus mit Ti0 2 -Partikeln gefulltem Epoxidharz 
besteht, wobei der Anteil an Ti0 2 in der Fullmasse 16 aus- 
reicht, das Ref lexionsvermogen der Fullmasse signifikant zu 
erhohen. Die Fullmasse reicht chipseitig bis etwa zur Ober- 
kante des Tragers 22 . Vorzugsweise liegt der Anteil an Ti0 2 
in der Fullmasse 16 zwischen etwa 10 und 50 Vol.-%. Partikel 
aus Zirkondioxid, Zinkoxid, Bar iumsul fate, Galliumnitrid, 
Alluminiumoxid oder einer Mischung von zumindest zwei dieser 
sind auch fur den Einsatz mit einem Epoxidharz in der Fullma- 
sse 16 geeignet. Wichtig ist, dass der Brechungsindexunter- 
schied zwischen dem Epoxidharz und den Partikeln genugend 
gro£ ist, dass die Ref lektivitat der Fullmasse steigt . 

Die zur Vorderseite 21 des Grundgehauses 2 0 hin gewandte 
Oberf lache der Fullmasse ist vom Halbleiterchip 4 aus gesehen 
konvex gekrummt und bildet eine Ref lektorf lache zumindest fur 
einen Teil der seitlich emittierten und/oder empfangenen 
Strahlung aus. 

Der oberhalb der Fullmasse liegende freie Oberf lachenbereich 
des Halbleiterchips 4 ist von einer strahlungsdurchlassigen 
Einkapselungsmasse 6 bedeckt und besteht beispielweise wie- 
derum aus einem Epoxidharz oder einem anderen geeigneten Re- 
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aktionsharz . 

Wie in der Schnittansicht der Figur erkennbar, ist die Full- 
hohe der Fullmasse 16 benachbart zu dem Halbleiterchip 4, 
d.h. benachbart zum Trager 22 gering. Auf diese Weise ergibt 
sich eine zur Vorderseite hin im wesentlichen parabolartig 
offnende Form der Oberflache der Fullmasse 16 in Verbindung 
mit der Oberflache 30 der Seitenwand des Gehauses 20. Diese 
Form ergibt sich bei geeigneter Wahl des Materials und der 
Dosierung der Fullmasse automatisch aufgrund der Adhasions- 
krafte zwischen der Fullmasse und dem Material des Gehau- 
serahmens 20. Die von den Halbleiterchips 4 gesehen konkav 
gekrummten Innenf lachen der Fullmasse 16 dienen als Reflektor 
fur die von den Halbleiterchips 4 seitlich emittierte 
und/oder empfangene Strahlung. 

Das Re flexions vermogen der Fullmasse 16 mit dem darin enthal- 
tenen Ti0 2 -Anteil betragt bis zu etwa 80%. Im Vergleich zu 
einem optoelektronischen Bauelement, bei dem die Kavitat aus- 
schlielSlich mit einer transparenten Fullmasse gefullt ist, 
konnte mit dem optoelektronischen Bauelement 1 der vorliegen- 
den Erfindung der externe Wirkungsgrad erheblich gesteigert 
we r den . 

Zum Schutz der Halbleiterchips 4 ist die Kavitat 3 vollstan- 
dig mit einer strahlungsdurchlassigen, beispielsweise trans- 
parenten Einkapselungsmasse 6 gefullt, welche den Halbleiter- 
chip 4 umhullt und fur die von den Halbleiterchips 4 zu emit- 
tierende bzw. zu empfangende Strahlung durchlassig ist. Fur 
diese Einkapselungsmasse 6 konnen wie bei den herkommlichen 
Bauelementen geeignete Fullmassen aus transparenten Kunsthar- 
zen, wie beispielsweise Epoxidharz, oder aus Polycarbonat 
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verwendet werden, die vorzugsweise besonders auf die Eigen- 
schaften der Fullmasse abgestitrant ist. 



Die obige Beschreibung der Erfindung anhand der Ausfuhrungs- 
beispiele ist selbstverstandlich nicht als Einschrankung der 
Erfindung auf diese zu verstehen. Vielmehr ist der in den An- 
spruchen 1 und 25 dargelegte Erf indungsgedanke bei einer 
Vielzahl von verschiedensten Bauformen anwendbar. Insbesonde- 
re umfafit die Erfindung auch alle Kombinationen der in den 
Ausfuhrungsbeispielen und der sonstigen Beschreibung genann- 
ten Merkmale, auch wenn diese Kombinationen nicht Gegenstand 
eines Patent anspruchs sind. Der Inhalt derjenigen Anmeldung, 
deren Prioritat beansprucht ist # wird durch Referenz in die 
vorliegende Beschreibung auf genommen . 
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Patentanspruche 



1. Optoelektronisches Bauelement (1) mit einer elektromagne- 
tische Strahlung emittierenden und/oder empf angenden Halb- 
leiteranordnung (4) , die auf einem Trager (22) angeordnet 
ist, der thermisch leitend mit einem Kuhlkorper (12) ver- 
bunden ist, und mit externen elektrischen Anschliissen (9) , 
die mit der Halbieiteranordnung (4) verbunden sind, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die externen elektrischen Anschlusse (9) elektrisch iso- 
liert auf dem Kuhlkorper (12) mit Abstand zu dem Trager 
(22) angeordnet sind. 

2. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Trager ein Tragersubstrat (2) und mindestens eine dar- 
auf angeordnete elektrisch isolierende Schicht (14) ent- 
halt . 



3. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
zwischen der Halbieiteranordnung (4) und der elektrisch 
isolierenden Schicht (14) eine elektrisch leitende Schicht 
(13) angeordnet ist, die mit einem der externen elektri- 
schen Anschlusse (9) verbunden ist. 

4 . Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 3 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Halbieiteranordnung einen Halbleiterchip enthalt. 

5 . Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die externen elektrischen Anschlusse (9) Leiterbahnen ei- 
ner Leiterplatte enthalten. 
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6. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
Leiterbahnen auf unterschiedlichen ubereinander angeordne- 
ten Leiterplatten mittels Durchkontaktierungen untereinan- 
der verbindbar sind. 

7. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 2 
bis 6 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 
das Tragersubstrat (2) mindestens ein gut warmeleitendes 
Material aus der Gruppe bestehend aus Si, diamantbeschich- 
tetem Si, Diamant, SiC, AlN und BN aufweist. 

8. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 2 
bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

die elektrisch isolierende Schicht (14) Si0 2 aufweist. 

9. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
der Halbleiteranordnung (4) auf den Trager (22) mit Hilfe 
eines metallischen Lots oder eines thermisch und/oder 
elektrisch leitfahigen Klebstoffs aufgebracht ist. 

10 .Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
der Trager (22) auf dem Kuhlkorper (12) mit Hilfe eines 
metallischen Lots oder eines thermisch leitfahigen Kleb- 
stoffs aufgebracht ist . 

11 .Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 10, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
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die Halbleiteranordnung (4) und der Trager (22) in der Ka- 
vitat (3) eines Grundgehauses (2 0) angeordnet sind. 

12 .Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
in der Kavitat (3) des Grundgehauses (2 0) genau eine Halb- 
leiteranordnung (4) angeordnet ist. 

13 .Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
das Grundgehause (20) auf der der Halbleiteranordnung (4) 
zugewandten Innenseite (17) schrag ausgebildet ist, so daS 
das Grundgehause (20) eine Ref lektorf lache fur einen Teil 
der vom Halbleiteranordnung (4) ausgesandten Strahlung 
aufweist . 

14 .Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 11 
bis 13, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
in der Kavitat (3) zwischen der Halbleiteranordnung (4) 
und Seitenwanden (17) der Kavitat eine ref lektierende 
Fullmasse (6) angeordnet ist, die von der Halbleiteranord- 
nung (4) aus zu der Vorderseite (21) des Grundgehauses 
(20) hin gesehen eine konkav gekrummte Oberflache (30) 
aufweist, die eine Ref lektorf lache fur einen Teil der 
Strahlung ausbildet. 

15 .Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 14, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Fullmasse Ti0 2 oder ein mit Ti0 2 -Partikeln gefulltes 

Epoxidharz enthalt . 

16 .Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 
bis 15 , 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Halbleiteranordnung (4) zumindest zum Teil mit einer 
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strahlungsdurchlassigen Einkapselungsmasse (6) eingekap- 
selt ist. 

17 .Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 11 
bis 16, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

die externen Anschliisse (9) zumindest teilweise zwischen 

dem Grundgehause (2 0) und dem Kuhlkorper (12) angeordnet 

sind. 

18 .Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 11 
bis 17, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

es fur eine elektrische Leistungsauf nahme von mindestens 

0,5 W vorgesehen ist. 

19 .Optoelektronisch.es Bauelement nach einem der Anspruche 11 

bis 18, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

es fur eine elektrische Leistungsauf nahme von mindestens 

1 W vorgesehen ist. 

20 .Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 11 

bis 19, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

es fur eine elektrische Leistungsauf nahme von mindestens 

3 W vorgesehen ist. 

21 .Optoelektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 11 
bis 20, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
es eine Grundflache von hochstens 1 cm 2 besitzt. 

22 . Bauelement -Modul 

dadurch gekennzeichnet, daS 

es eine Mehrzahl von optoelektronischen Bauelementen (1) 

gemaS einem der Anspruche 1 bis 21 aufweist. 
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23. Bauelement-Modul mit einer Mehrzahl von optoelektroni- 
schen Bauelementen gemaS einem der Anspriiche 1 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die optoelektronischen Bauelemente zumindest teilweise 
durch Leiterbahnen miteinander elektrisch leitend verbun- 
den sind. 

24. Bauelement-Modul nach Anspruch 22 oder 23, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die einzelnen optoelektronischen Bauelemente (1) matrix- 
formig angeordnet und zumindest teilweise in Reihe ge- 
schaltet sind. 

25. Bauelement-Modul nach einem der Anspriiche 22 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
mehrere optoelektronische Bauelemente (1) jeweils ein 
Grundgehause (20) haben . 
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(54) Tltie: OPTOELECTRONIC COMPONENT AND A MODULE BASED THEREON 

(54) Bezeichnung: OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND BAUELEMENT-MODUL 



1 




On 
en 

^ (57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (1) comprising a semiconducting assembly (4) which emits and 
2? receives electromagnetic radiation and is arranged on a support (22) connecting a thermocunductor to a heat sink (12). The inventive 

optoelectronic component also comprises external electrical connections (9) which are connected to the semiconducting assembly 
^ (4) and disposed in an electrically insulated manner on the heat sink (12) at a distance from the support (22). Said invention makes 

it possible to produce an optimised component for evacuating waste heat and light emission and providing an electrical contact and 
O components density in modules. 

[ Fortsetzung auf der ndchsten Seite ] 
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VerofTentlicht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

(88) Veroffentlichungsdatum des internationalen 

Recherchenberichts: 23. Dezember 2004 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen wird ein optoelektronisches Bauelement (1) mit einer elektromagnetische Strahlung emit- 
tierenden und/oderempfangenden Halbleiteranondnung (4), die auf einemTrager (22) angeordnet ist, der thermisch leitend mit einem 
Ktihlk6r-per (12) verbunden ist, und mit externen elektrischen Anschlussen (9), die mit der Halbleiteranordnung (4) verbunden sind, 
wobei die externen elektrischen Anschlusse (9) elektrisch isoliert auf dem KUhlk6rper (12) mit Abstand zu dem Trager (22) ange- 
ordnet sind. Dadurch ergibt sich ein optimiertes Bauelement hinsichtlich der Verlustwarmeabfuhr und der Lichtabstrahlung sowie 
der elektrischen Kontaktierung und Packungsdichte in Modulen. 
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